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として Separatrixに dumpさせる項と強制周期外力項を加えた系 (散逸系 )

左- y,9--V ′(x)-♂(去 y2十V(x))打 fcost ･･-･･･-- (※)
●

(♂,Jは摂動パ ラメタ)でいくつかのポテンシャルタイプに対して, Separatrixの分離によ

り双曲的構造をもった strangeattractorの漸近測度を調べた｡数値計算の結果は1/ノスペクト

ルよりもむしろホワイ トであった｡

次に(※)で dumping項を除いた非自励保存系で, Separatrixの分離により生じるstochas-

ticlayerについて調べた｡この場合は, Separatrix内部にKAMが残っている時は1/ノスペ

クトルが得られ,外力の amplitudeの増加に伴いKAMが壊れるとホワイ トに近づく｡

1/fタイプのスペクトルを与える漸近測度は dissipativeな摂動に対して不安定である事が上

の結果より示唆される｡

3. アモルファスセレンの光構造変化

乾 雅 祝

As2S3等のカルコゲナイ ドガラスに,光学ギャップに対応する波長の光を照射するとき,

体積変化を伴って吸収端は低エネルギー側にシフトする｡このいわゆる光構造変化の機構を明

らかにするため,我々は最も単純なカルコゲンガラスである2配位鎖状構造をもつアモルファ

スSe(α-Se)及びSeに微量Te,S,Asを添加した系を対象として,室温,窒素温度で光

照射による吸収端のシフトを測定した｡

試料としては真空蒸着法で作成した膜厚約5pmのものを用いた｡300Wタングステンラン

プを用い,熱線カットフィルターを通して試料を1-4時間照射し,吸収係数の値が103-104

cm~1の領域での吸収端の変化を測定した.

a-Seのガラス温度は室温近傍 (48℃)にあるため,室温での光照射による吸収端のシフ

トは観測されなかったが,窒素温度では光照射により吸収端は大きく低エネルギー側にシフト

する｡ そのシフト量は照射時間とともに増大し,ほぼ3時間で飽和する｡ 興味あることには,

吸収端のシフトは単なる平行移動ではなく,吸収係数の小さい鋲域でのシフトが大きい｡低温

ではこの状態が保持されるが,室温までアニールすると元の状態に復 し,さらに低温照射を行

なうと再びこの現象はくり返される｡SeにTeを5at% 添加したアモルファス試料では､,級
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収端はα-Seに比べ低エネルギー側-シフトする｡ この光学ギャップの減少は,Teの添加に

より鎖内の6結合が弱まったためと考えられる. 窒素温度での光照射により吸収端はシフトす

るが,明らかに平行移動ではなく,吸収係数の小さい額域でシフトが著しく大きい｡

この結果から,光構造変化は光照射による欠陥生成とそれに伴う格子変形に起因し,観測さ

れた吸収端のシフトは吸収端近傍に出現した新しい吸収バ ンドによると考えられる｡ S,Asを

添加したa-Seの光吸収端のシフトは,Seと類似なふるまいを示す｡

4. VectorChargeDensityWave(VCDW)

モデルによるtrigonalSe,Teの電子一

格子構造とクーロン相互作用の効果

岡 連 泊

電子相関の効果をとり入れて,Se,Teの物性を microscopicな立場から説明を試みたVCI)W

モデルに基づき,CNI)0-UHF近似によって trigonalSe,Teの Selfconsistentな電子一格子

状態を解析する｡

格子変形の効果を含まない cubicPバンドのフェルミ面は,非常に nestingを起こしやすい

構造をしているが, incommensulateな nestingvectorを持ち,むしろ defectをつくって so-

1itonlattice的になった方が安定になる可能性があることが示唆される｡

effectiveon-siteクーロン相互作用によって, valencePバンドは weakcorrelation領域と

strongcorrelation額域の二段階で安定化される｡しかし格子変形の効果が入ってもVCDWが

誘起されても, trigonalSe,Teのバンド構造はほぼ cubicPバンドの特徴によって支配され

ている｡

effectiveon･siteクーロン相互作用項のみをとり入れたSCF計算を行うと,CNDO近似

によってイオン化エネルギーと電子親和力から求めた on-siteクーロン反発積分をそのまま使

うとギャップが大きすぎて実験に合わないが,スクリーニングを仮定 (Se27%,Te42%)

すれば, strongcorrelation蘭域でⅩPS,光学ギャップの実験データを説明することができる｡

さらに大野型ポテンシャルを用いて, nearestneighbor交換相互作用項まで含めた完全な

SCF計算を行うと, on･site,nearestneighborクーロンポテンシャルに対して dielectric型の

スクリーニングを仮定 (Se50%,Te66%)すれば,weakcorrelation額域でⅩPS,光学
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